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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB/T11071—2006《区熔锗锭》,与GB/T11071—2006相比,除编辑性修改外主要技

术变化如下:
———范围进一步明确为“本标准适用于以还原锗锭及锗单晶返料为原料,经区熔提纯工艺制备得到

的区熔锗锭。ZGe-0区熔锗锭主要用于制备半导体及高纯锗探测器用的高纯锗单晶;ZGe-1
区熔锗锭主要用于制备红外光学用的锗单晶、太阳能电池用的锗单晶及各类锗-铬、锗-硅合金

等”(见第1章)。
———增加了区熔锗锭在(23±0.5)℃下电阻率的要求(见3.2)。
———“同一根锗锭的最大与最小截面面积之差不大于平均截面面积的15%”修改为“同一根区熔锗

锭的头尾两端的高度差不大于4mm”(见3.3,2006年版的3.3)。
———“锭长100mm~500mm”修订为“长度应不小于100mm”(见3.3,2006年版的3.3)。
———增加了区熔锗锭的表面应无孔洞的要求(见3.4,2006版的3.4)。
本标准由中国有色金属工业协会提出。
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区 熔 锗 锭

1 范围

本标准规定了区熔锗锭的要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存、质量证明书和订货单

(或合同)内容。
本标准适用于以还原锗锭及锗单晶返料为原料,经区熔提纯工艺制备得到的区熔锗锭。ZGe-0区

熔锗锭主要用于制备半导体及高纯锗探测器用的高纯锗单晶;ZGe-1区熔锗锭主要用于制备红外光学

和太阳能电池用的锗单晶及各类锗-铬、锗-硅合金等。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T4326 非本征半导体单晶霍尔迁移率和霍尔系数测量方法

YS/T602 区熔锗锭电阻率测试方法 两探针法

3 要求

3.1 产品分类

区熔锗锭按电学性能分为两个牌号:ZGe-0、ZGe-1。

ZGe-

表示区熔锗锭

 □

阿拉伯数字,表示产品等级

3.2 电学性能

区熔锗锭的电学性能应符合表1的规定。电阻率可选择采用在20℃或23℃的条件下进行测试,
并满足表1的规定。

表1 电学性能

牌号

电阻率/(Ω·cm) 检测单晶的参数(77K)

(20±0.5)℃ (23±0.5)℃
载流子浓度

cm-3
载流子迁移率

cm-3/(V·S)

ZGe-0 ≥50 ≥47 ≤1.5×1012 ≥3.7×104

ZGe-1 ≥50 ≥47 — —

3.3 尺寸外形

区熔锗锭的横截面应为梯形,同一根区熔锗锭的头尾两端的高度差应不大于4mm。区熔锗锭的
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